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1. 特性 

⚫    

⚫   

⚫  

⚫  

⚫   

⚫  

⚫  

⚫  

2. 

耐压 ≥ 650V

内置高压启动电路

固定 12V输出

半封闭式稳态输出功率 7.5W @230VAC 

改善 EMI 的降频调制技术

优异的负载调整率和工作效率

全面的保护功能：过流、过温、欠压等

封装形式：DIP8

应用范围 

⚫ 非隔离辅助电源 

⚫ 小家电 

3. 说明 

芯片集成 PFM&PWM 控制方式，用于外围元器件

极精简的小功率非隔离开关电源。内置高压启动模块，

实现系统快速启动、超低待机功能。 

该芯片提供了完整的智能化保护功能，包括过载

保护，欠压保护，过温保护等。 

另外降频调制技术有助于改善 EMI 特性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 应用电路 

 

图 4.1       

 

应用电路 （注：D1/D2 用 ES1J）

 型号 输出电压 输出电流  

  500mA  

    

CY9622 12V
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5. 管脚配置 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

6. 

图 5.1 管脚图

极限工作参数 

符号 说明 范围 单位 

VDD 芯片工作电源 -0.3~30 V 

VDRAIN MOS 的 DRAIN 端口电压 -0.3~650 V 

TA 工作温度 -40~125 ℃ 

TSTG 存储温度 -40~150 ℃ 

 HBM 人体放电模式 >2 KV 

 

 

 

编号 管脚名称 功能描述 

1、3 NC NC 

2 GND 电源地 

4 VDD 芯片电源端 

5、6、7、8 DRAIN MOS 的漏端 
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7. 结构框图 

 

图 7.1 结构框图 

 

8. 电气特性 

（除非特殊说明，下列条件均为 TA=25℃） 

符号 说明 测试条件 

范围 

单位 

最小 典型 最大 

VDRAIN_BV 击穿电压  650 - - V 

VDD_FB VDD 反馈电压   12 - V 

IDD 静态工作电流  - 1 - mA 

IDD_change VDD 启动充电电流 VIN＝10V - 2 - mA 

Ipk 峰值电流   1  A 

Fosc 振荡频率   60  KHz 

LEB 前沿消隐时间   0.3  uS 

Fjt 抖频频率范围  -4  +4 % 

Tovt 过温保护阈值  - 150 - ℃ 
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9. 应用说明 

这是一款集成高压启动和供电功能的多模式 PWM 控制功率开关。支持非隔离降压和升降压型拓

扑电路，适用于小家电电源和线性电源替代等场所。  

同时，还具有输出精度高和外围成本低的特点。 

 

9.1. 高压启动 

在启动阶段，内部高压启动管提供 2mA 电流对外部 VDD 电容进行充电；当 VDD 电压达到开启电

压，芯片开始工作。启动过程结束后，通过输出反馈二极管对 VDD 电容提供能量，供芯片继续工作 

 

9.2. 恒压工作模式 

芯片通过 VDD 管脚对输出进行电压采样，当 VDD 电压低于 15V 时，芯片将会提高 PWM 电压阈

值，使得流过电感电流峰值提高，从而增加输出电流，提升输出电压，反之 VDD 电压高于 15V 时，

电感电流峰值降低，从而减少输出电流，降低输出电压。同时芯片集成负载补偿功能，可以提高恒压

精度，实现较好的负载调整率 

 

9.3. 过温保护功能 

芯片集成了温度补偿功能，当芯片内部达到 150ºC 过温点时，芯片将会关闭输出，以待降低温

度后重启，提高系统可靠性。 

 

9.4. 芯片散热措施 

芯片内部有温度保护电路，为避免芯片温度高引起关机现象，系统需有良好的散热处理，确保芯

片工作在合理的温度范围，常见散热措施如下：  

1）增大芯片 DRAIN 端的覆铜面积； 

2）分散发热元件； 
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10. 封装信息 
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